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Introducéo

A nanotecnologia vem se destacando como uma das mais interessantes e promissoras
areas para 0 desenvolvimento tecnol6gico do século X XI1. O nimero de pesguisadores dentro
dela esta crescendo dramaticamente. A nanotecnologia é o desenvolvimento e uso de técnicas
para estudar fendmenos e construir estruturas no tamanho fisico de 1 a 100 nandmetros
(bilionésima parte de um metro). Os materiais nanoestruturados apresentam, pelo menos em
uma dimensdo, tamanho da ordem de nandmetros. Assim, existem materiais nanométricos em
uma dimensado, por exemplo, nanotubos; em duas dimensdes, como os filmes finos, e em trés
dimensdes. nano particulag[1]. Tais materiais apresentam propriedades fisico-quimicas
diferenciadas com relacdo as de outros materiais. Dentre essas propriedades, podem-se
destacar as semicondutoras e cataliticas que geram muitas aplicactes tecnol 6gicas.

O diéxido de estanho nanoestruturado tem sido um material muito estudado devido as
suas propriedades, tais como alta condutividade elétrica, alta transparéncia na regido do
visivel, ata estabilidades térmica, mecanica e quimica, e as suas diversas aplicacoes, através
da microeletronica [2], fotoeletronica [3], materiais opticamente transparentes e displays de
cristal liquido [4], catalisadores e sensor de gas [5], entre outras.

Objetivos
O objetivo desta pesquisa € desenvolver um método de sintese para o dioxido de
estanho nanoestruturado e caracterizé-lo.

M etodologia

V&rios métodos de sintese de dioxido de estanho estdo descritos na literatura, incluindo

o0 sol-gel [6], sintese hydrothermal [7], reacéo no estado solido [8], aém do método de fusdo
[9], microemulsdo [10], oxidacdo do estanho metdlico, condensacdo de fase gasosa [11],
precursor polimérico e método Pechini [12].

Para que o objetivo desta pesquisa fosse acangado, desenvolveu-se um procedimento
gue consiste numa reacdo de sintese a partir de uma fase homogénea, no caso gasosa, onde 0
tetracloreto de estanho reagira com um oxidante também gasoso, o vapor d dgua. Como tanto
a agua quanto o tetracloreto de estanho a temperatura ambiente se encontram no estado
liquido, foram implementadas dois sistemas de vaporizacdo para essas substancias. Assim que
vaporizadas, elas serdo levadas até a regido isotérmica do reator através do uso do argbnio
como gés de arraste. Dentro do reator o tetracloreto de estanho reagira com o vapor d égua
formando o diéxido de estanho na forma de pd nanoestruturado de acordo com a reacéo
SnCly(g) + 2H,0(g) ® SnOy(s) + 4HCI(Q).

Além do diéxido de estanho, também sera gerado na reacdo acido cloridrico gasoso
(HCl), que ser& neutralizado em uma solucéo bésica de bicarbonato de sddio (NaHCOg), para
gue este ndo sgjaliberado diretamente para 0 meio ambiente.

O didxido de estanho sintetizado sera coletado pelo filtro de p6 para posteriormente
ser caracterizado.

Um desenho esquemético do aparato experimental esta apresentado na Figura 1.
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Figura 1 — Desenho esquematico do aparato experimental.

A sintese na fase vapor permite a obtencéo direta do didxido de estanho na forma de p6,
evitando-se assim uma possivel etapa de moagem, gque poderia resultar na contaminacdo do
material e também num acréscimo no custo da producéo.

Conclusdes
O estudo termodindmico e a revisao bibliogréfica permitiram o desenvolvimento de um

reator/sistemareacional simples para a sintese de didxido de estanho nanoestruturado.
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